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(54) Bezeichnung: LEISTUNGSHALBLEITERBAUTEIL
LEISTUNGSHALBLEITERBAUTEILS

SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES

(57) Abstract: A power semiconductor component (1), having: - at

least one power semiconductor component part (2) provided inside a
housing (4), a heat sink (6) being exposed by a surface a on a first
surface (5) of the housing (4); - a wiring substrate (10) with a first main
surface (12) and a second main surface (14), a heat extraction region
(16) with increased thermal conductivity being provided on the second
main surface (14) and said heat extraction region (16) having a face A
on the second main surface (14); wherein a < A and the housing (4)
comprising the power semiconductor component part (2) is provided
on the second main surface (14) of the wiring substrate (10) such that
all of the heat sink (6) lies in the heat extraction region (16) and is
connected to the latter via a solder layer (20).

(57) Zusammenfassung: Leistungshalbleiterbauteil (1), aufweisend -

mindestens ein innerhalb eines Gehéuses (4) angeordnetes Leistungs-
halbleiterbauelement (2), wobei an einer ersten Oberflache (5) des Ge-
hiuses (4) ein Kiihlkérper (6) mit einer Flache a freiliegt; - ein Ver-
drahtungssubstrat (10) mit einer ersten Hauptoberfldche (12) und ei-
ner zweiten Hauptoberfldche (14), wobei auf der zweiten Hauptober-
flache (14) eine Entwarmungsregion (16) mit erhohter Wérmeleitfa-
higkeit angeordnet ist, wobei die Entwdrmungsregion (16) eine Flache
A auf der zweiten Hauptoberfliche (14) aufweist, wobei a < A gilt
und das Gehiuse (4) mit dem Leistungshalbleitertbauelement (2) der-
art auf der zweiten Hauptoberfliche (14) des Verdrahtungssubstrats
(10) angeordnet ist, dass der Kiihlkérper (6) vollstindig auf der Ent-
warmungsregion (16) angeordnet und mit dieser tiber eine Lotschicht
(20) verbunden ist.

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Beschreibung

Leistungshalbleiterbauteil sowie Verfahren zur Herstellung eines

Leistungshalbleiterbauteils

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leistungshalbleiterbauteil mit einem innerhalb
eines Gehauses angeordneten Leistungshalbleiterbauelement sowie ein Verfahren

zur Herstellung eines Leistungshalbleiterbauteils.

Leistungshalbleiterbauelemente wie zum Beispiel MOSFETs werden in Gehausen,
typischerweise Kunststoffgehausen, mit an der GehauseaulRenseite freiliegenden
Kuhlflachen, beispielsweise aus Kupfer, angeordnet, wobei es eine Reihe
unterschiedlicher Gehausebauformen gibt, wie beispielsweise D2PAK, DPAK,
TO220 etc. Die Bauelemente sind teilweise als oberflachenmontierbare
Bauelemente ausgebildet und teilweise als durchsteckmontierbare Bauelemente.
Sie weisen typischerweise zumindest zwei Anschlusspins auf, die aus dem
Kunststoffgehduse herausgefuhrt sind und mit Anschlissen eines

Verdrahtungssubstrats verbindbar sind.

Da Leistungshalbleiterbauteile, die derartige Leistungshalbleiterbauelemente
aufweisen, im Betrieb hohe Warmemengen abgeben, stellt das effiziente Abfuhren
dieser Warme eine besondere Herausforderung dar. Typischerweise wird die
Warme Uber das Verdrahtungssubstrat abgefuhrt, auf dem das gehauste
Leistungshalbleiterbauelement angeordnet ist. Dieses kann dazu beispielsweise

thermische Bohrungen (Vias) aufweisen.

Bei manchen neueren Anwendungen, beispielsweise bei in Elektrofahrzeugen
eingesetzten Ladegeraten, fallen sehr hohe Verlustleistungen an, sodass der
Kuhlung besondere Bedeutung zukommt. Teilweise ist bei derartigen
Anwendungen der Einsatz thermischer Bohrungen aufgrund elektrischer
Isolationsverordnungen auch nicht méglich. Ein derartiges Bauteil ist beispielsweise
aus der JP 2018-120 991 A bekannt.
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Die JP 2014-229 804 A offenbart ein Leistungshalbleitermodul, bei dem ein
Leistungshalbleiterbauelement mit seinem Kuhlkérper auf einer Metallisierung des
Verdrahtungssubstrats aufgelttet ist. Ein aus Metall ausgebildetes Gehauseteil
kontaktiert Gber eine Schicht aus warmeleitendem Material die Metallisierung, so

dass Warme an das Gehause abgefuhrt werden kann.

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Leistungshalbleiterbautell
anzugeben, das eine besonders wirksame Abfuhr von durch das
Leistungshalbleiterbauelement abgegebener Warme aufweist. Ferner soll ein
Verfahren zur Herstellung eines derartigen Leistungshalbleiterbauteils angegeben

werden.

Diese Aufgabe wird gelést durch den Gegenstand der unabhéngigen Anspruche.
Vorteilhafte Ausfuhrungsformen und Weiterbildungen sind Gegenstand der

Unteranspriche.

Gemal einem Aspekt der Erfindung wird ein Leistungshalbleiterbauteil angegeben,
das mindestens ein innerhalb eines Gehauses angeordnetes
Leistungshalbleiterbauelement aufweist, wobei an einer ersten Oberflache des
Gehéauses ein Kuhlkérper mit einer Flache a freiliegt. Bei dem Gehause handelt es
sich insbesondere um ein Kunststoffgehduse. Der Kuhlkérper ist insbesondere aus
Metall ausgebildet. Das Gehé&use kann beispielsweise im Wesentlichen eine

Quaderform aufweisen.

Das Leistungshalbleiterbauteil weist ferner ein Verdrahtungssubstrat mit einer
ersten Hauptoberflache und einer zweiten Hauptoberflache auf, wobei auf der
zweiten Hauptoberflache eine Entwarmungsregion mit erhéhter Warmeleitfahigkeit
angeordnet ist, wobei die Entwarmungsregion eine Flache A auf der zweiten
Hauptoberflache aufweist. Bei dem Verdrahtungssubstrat kann es sich
insbesondere um eine Leiterplatte, beispielsweise um ein PCB-Substrat, d.h. um
eine gedruckte Leiterplatte, handeln. Die Entwarmungsregion kann insbesondere
aus Kupfer oder einer Kupferlegierung ausgebildet sein. Beispielsweise ist die

Entwarmungsregion von einem Teilstuck einer Kupfer-Lage der Leiterplatte
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gebildet, beispielsweise von einer an einer Hauptflache der Leiterplatte

angeordneten Kupferflache der Kupfer-Lage.

Die Flache a des Kuhlkdrpers ist kleiner als die Flache A der Entwarmungsregion.
Insbesondere gilt a < 0,75 A, insbesondere a < 0,5, d.h. A kann mehr als doppelt so

grol} wie a sein.

Das Gehause mit dem Halbleiterbauelement ist derart auf der zweiten
Hauptoberflache des Verdrahtungssubstrats angeordnet, dass der Kuhlkérper
vollstandig auf der Entwarmungsregion angeordnet und mit dieser Uber eine
Lotschicht verbunden ist. Die Lotschicht ist bei einer vorteilhaften Ausgestaltung mit
Vorteil in der Entwarmungsregion sowohl innerhalb einer in Form und Ausdehnung
der ersten Oberflache des aufzubringenden Gehauses entsprechenden

Montageregion als auch aul3erhalb angeordnet.

Demnach ragt die Entwarmungsregion auf dem Verdrahtungssubstrat seitlich Gber
die Flache des Kuhlkérpers hinaus. Die Entwarmungsregion ist demnach gréRer als
dies zum Aufbringen des Geh&uses mit dem Leistungshalbleiterbauelement und

zur elektrischen und thermischen Anbindung notwendig ware.

Das Leistungshalbleiterbauteil hat den Vorteil, dass durch die vergrofRerte
Entwarmungsregion die Masse an gut warmeleitendem Material, insbesondere
Kupfer, auf dem Verdrahtungssubstrat stark erhéht ist. Sie kann insbesondere mehr
als verdoppelt werden. Auf diese Weise wird die Warme nicht nur wirksam aus dem
Leistungshalbleiterbauelement abgefuhrt, sondern es findet auch eine effektive
Warmespreizung statt, indem Warme seitlich in alle Teile der Entwarmungsregion
abgefuhrt und dort an die Umgebung abgegeben werden kann. Auf diese Weise

erfolgt die Entwarmung des Leistungshalbleiterbauelements besonders wirksam.

Zusatzlich zur gréeren Flache kann auch die Dicke der Entwarmungsregion
vergréRert werden. Typischerweise steht bei der Standardleiterplattentechnologie
pro Lage maximal 70 Mikrometer Kupfer zur Verflgung, teilweise auch bis zu 105

Mikrometer oder bis zu 201 Mikrometer. Diese maximale Dicke kann fur die
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Entwarmungsregion voll ausgeschépft werden, um die warmeleitende Masse zu

maximieren.

Daruber hinaus stellt die grolie Menge gut warmeleitfahigen Materials der
Entwarmungsregion einen Puffer dar, um kurzzeitige Leistungsspitzen des
Leistungshalbleiterbauelements, die einen kurzzeitigen Temperaturanstieg

bewirken, abzufangen.

Gemal einer Ausfuhrungsform ist das die Entwarmungsregion bildende Material,
insbesondere Kupfer oder eine Kupferlegierung, in einer Matrix aus
Kunststoffmaterial eingebettet und die Oberflache der Entwarmungsregion dabei
vorzugsweise koplanar zur Ubrigen Oberflache des Verdrahtungssubstrats.
Alternativ kdnnte die Entwarmungsregion auch auf einer Oberflache des

Verdrahtungssubstrats aufliegen.

Gemal einer Ausfuhrungsform liegt ein zusétzlicher Bereich des Kihlkérpers an
einer Seitenflache des Gehauses frei und ist mit einer Entwadrmungsmasse aus

warmeleitendem Material bedeckt.

Unter einer Seitenflache des Gehauses wird hier im Folgenden eine AulRenflache
des Gehauses verstanden, die senkrecht zu der ersten Oberflache angeordnet ist.
Eine derartige Seitenflache ist im montierten Zustand nicht direkt mit dem
Verdrahtungssubstrat in Kontakt. Durch das Aufbringen der zuséatzlichen
Entwarmungsmasse auf den zusatzlich freiliegenden Bereich des Kuhlkérpers wird

die Entwarmung noch weiter verbessert.

Haufig liegt der Kuhlkérper nicht nur an einer Seitenflache frei, sondern er ragt
sogar aus dem Gehause heraus und steht somit von der Seitenflache vor. In diesem
Fall kann der gesamte hervorragende Bereich mit der Entwarmungsmasse bedeckt

sein.

Das die Entwarmungsmasse bildende Material kann insbesondere Lot oder

Silberleitklebstoff sein. Bei diesen Materialien handelt es sich um in der
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Halbleitertechnologie ohnehin verfugbare Materialien, die einfach zu handhaben
sind, sich gut als Entwarmungsmasse aufbringen lassen und eine gute

Warmeleitfahigkeit aufweisen.

Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung wird ein Verfahren zur Herstellung
des beschriebenen Leistungshalbleiterbauteils angegeben, wobei das Verfahren
das Bereitstellen mindestens eines innerhalb eines Gehauses angeordneten
Leistungshalbleiterbauelements aufweist, wobei an einer ersten Oberflache des
Gehéauses ein Kuhlkérper freiliegt, wobei der Kuhlkérper eine Flache a auf der

ersten Oberflache aufweist.

Ferner umfasst das Verfahren das Bereitstellen eines Verdrahtungssubstrats mit
einer ersten Hauptoberflache und einer zweiten Hauptoberflache, wobei auf der
zweiten Hauptoberflache eine Entwarmungsregion mit erhdhter Warmeleitfahigkeit
angeordnet ist, wobei die Entwarmungsregion eine Flache A auf der zweiten

Hauptoberflache aufweist, wobei a < A gilt.

Das Verfahren umfasst ferner das Aufbringen von Létstopplack in der
Entwarmungsregion auf das Verdrahtungssubstrat, wobei der Létstopplack eine
Montageregion zur Aufnahme des Gehauses mit dem
Leistungshalbleiterbauelement begrenzt. Die Montageregion entspricht dabei in

Form und Ausdehnung der ersten Oberflache des aufzubringenden Gehauses.

AnschlieRend erfolgt das Aufbringen einer Lotschicht auf die Entwarmungsregion
und das Aufléten des Gehauses mit dem Leistungshalbleiterbauelement in der
Montageregion. Die Lotschicht ist dabei zur Erhéhung der Menge gut
warmeleitfahigen Materials sowohl innerhalb als auch aul3erhalb der
Montageregion und somit beiderseits der Begrenzung aus Létstopplack
aufgebracht, wobei Lot aul3erhalb der Montageregion lediglich der Warmeabfuhr

und Warmespreizung dient, nicht der Fixierung des Gehauses.
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Weitere Bereiche aus Létstopplack kénnen in der Entwarmungsregion oder
aulRerhalb dieser auf dem Verdrahtungssubstrat vorgesehen sein, wie dies aus dem
Stand der Technik bekannt ist.

Die Lotschicht kann insbesondere auf die Entwarmungsregion aufgedruckt sein.

Die Létstopplackschicht hat die Aufgabe, ein Verschwimmen des Gehauses mit
dem Leistungshalbleiterbauelement wahrend des Auflétens zu verhindern. Die

Létstopplackschicht fixiert demnach das Gehause wahrend des Auflétens.

Die Lotschicht weist im Wesentlichen dieselbe Ausdehnung auf wie die
Entwérmungsregion. Sie kann etwas kleiner sein, um ein Verlaufen von Lot in
Bereiche aulerhalb der Entwarmungsregion zu verhindern. Die Lotschicht weist
demnach aber eine Flache B auf, die deutlich gréRer als a und anndhernd so grol3

wie A ist.

Gemal einem Aspekt der Erfindung weist ein Verfahren zur Herstellung des
beschriebenen Leistungshalbleiterbauelements das Bereitstellen mindestens eines
innerhalb eines Gehauses angeordneten Leistungshalbleiterbauelements auf,
wobei an einer ersten Oberflache des Gehauses ein Kuhlkérper freiliegt, wobei der
Kuhlkérper eine Flache a auf der ersten Oberflache aufweist. Ferner umfasst das
Verfahren das Bereitstellen eines Verdrahtungssubstrats mit einer ersten
Hauptoberflache und einer zweiten Hauptoberflache, wobei auf der zweiten
Hauptoberflache eine Entwarmungsregion mit erhéhter Warmeleitfahigkeit
angeordnet ist, wobei die Entwarmungsregion eine Flache A auf der zweiten

Hauptoberflache aufweist, wobei a < A gilt.

Ferner umfasst das Verfahren das Aufbringen des Gehauses mit dem
Leistungshalbleiterbauelement mittels eines SMD-Klebstoffs in der
Entwarmungsregion auf das Verdrahtungssubstrat und das Aufbringen einer

Lotschicht in der Entwarmungsregion auf das Verdrahtungssubstrat.
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Unter einem SMD-Klebstoff wird dabei ein Klebstoff verstanden, der zur Fixierung

oberflachenmontierbarer Bauteile (surface mount devices) verwendet wird. Solche
Klebstoffe, bei denen es sich beispielsweise um elektrisch leitfahige Klebstoffe auf
Epoxidharzbasis handeln kann, sind dem Fachmann prinzipiell bekannt und werden

daher an dieser Stelle nicht naher erlautert.

Dabei dient der SMD-Klebstoff zur Fixierung des Gehauses mit dem
Leistungshalbleiterbauelement wahrend des anschlielRenden Auflétens des

Gehéauses mit dem Leistungshalbleiterbauelement in der Montageregion.

Gemal einer Ausfuhrungsform wird nach dem Aufléten des Gehauses mit dem
Leistungshalbleiterbauelement ein zusatzlicher Bereich des Kuhlkérpers, der an
einer Seitenflache des Geh&auses freiliegt, nach dem Aufbringen des Gehauses auf
das Verdrahtungssubstrat mit einer Entwarmungsmasse aus warmeleitendem
Material bedeckt.

Die Entwarmungsmasse kann dabei vor oder nach dem Aufléten des Gehauses mit
dem Leistungshalbleiterbauelement aufgebracht werden. Sie kann insbesondere
aus Lotmaterial oder warmeleitendem Klebstoff, beispielsweise Silberkleber,

bestehen.

Ausfuhrungsformen der Erfindung werden im Folgenden anhand schematischer

Zeichnungen beispielhaft beschrieben.

Figur 1 zeigt schematisch ein Leistungshalbleiterbauteil gemaf einer

Ausfuhrungsform der Erfindung im Querschnitt;

Figur 2 zeigt schematisch das Leistungshalbleiterbauteil geman Figur 1 in

einer Draufsicht und

Figur 3 zeigt schematisch das Verdrahtungssubstrat fUr das

Leistungshalbleiterbauteil gemaf den Figuren 1 und 2 vor dem
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Aufbringen eines Gehauses mit einem

Leistungshalbleiterbauelement.

Das Leistungshalbleiterbauteil 1 geman Figur 1 weist ein
Leistungshalbleiterbauelement 2 auf, von dem in Figur 1 lediglich ein
Kunststoffgehause 4 gezeigt ist sowie aus dem Kunststoffgehduse 4
herausragende Anschlusspins 24 sowie ein an einer ersten Oberflache 5 des
Gehéauses 4 freiliegender Kuhlkérper 6. Das Leistungshalbleiterbauelement 2 weist
dartber hinaus mindestens einen Leistungshalbleiterchip auf, beispielsweise einen
MOSFET, der mit dem Kuhlkérper 6 thermisch und gegebenenfalls auch elektrisch
verbunden ist. Uber die Anschlusspins 24 und gegebenenfalls Uber den Kuhlkérper

6 wird das Leistungshalbleiterbauelement 2 kontaktiert.

Bei der gezeigten Ausfuhrungsform handelt es sich um ein
oberflachenmontierbares Leistungshalbleiterbauelement 2. Alternativ kbénnte es
sich jedoch auch um ein durchsteckmontierbares Leistungshalbleiterbauelement

handeln.

Das Leistungshalbleiterbauteil 1 weist ferner ein Verdrahtungssubstrat 10 auf, das
in der gezeigten Ausfihrungsform als PCB-Substrat ausgebildet ist und eine erste
Hauptoberflache 12 und eine dieser gegenuber liegende zweite Hauptoberflache 14
aufweist. Das Verdrahtungssubstrat 10 weist im Wesentlichen eine Matrix aus
Kunststoff auf, in die Kontaktanschlussflachen 18 fur die Anschlusspins 24, nicht
dargestellte Leiterbahnen sowie eine Entwarmungsregion 16 aus Kupfer
eingebettet sind. Die Entwarmungsregion 16 liegt an einer zweiten Hauptoberflache
14 des Verdrahtungssubstrats 10 frei und ist zur Aufnahme des

Leistungshalbleiterbauelements 2 vorgesehen.

Sowohl auf der Entwarmungsregion 16 als auch auf den Kontaktanschlussflachen 8
ist eine Lotschicht 20 zur elektrischen und mechanischen Verbindung von
Leistungshalbleiterbauelement 2 und Verdrahtungssubstrat 10 aufgebracht. Das
Leistungshalbleiterbauelement 2, insbesondere der Kuhlkdrper 6, ist mit der

Entwarmungsregion 16 uber die Lotschicht 20 elektrisch und thermisch leitend
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verbunden. Die Anschlusspins 24 sind mit den Kontaktanschlussflachen 18 Uber die

Lotschicht 20 elektrisch und thermisch leitend verbunden.

An einer Seitenflache 7 des Gehauses 4 liegt ebenfalls ein Bereich 8 des
Kuhlkérpers 6 frei und ragt in der gezeigten Ausfuhrungsform Uber das Gehause 4
hinaus. Dieser Bereich 8 ist von einer Entwarmungsmasse 22 aus Silberkleber
bedeckt. Alternativ kdnnte auch Lotmaterial oder ein anderes gut warmeleitendes

Material als Entwarmungsmasse 22 eingesetzt werden.

Figur 2 zeigt das Leistungshalbleiterbauteil 1 in einer Draufsicht. In dieser Ansicht
ist erkennbar, dass die Entwarmungsregion 16 und die Lotschicht 20 eine deutlich
gréRRere flachige Ausdehnung aufweisen als das Gehause 4 bzw. der in Figur 2
nicht sichtbare Kuhlkérper 6. In der gezeigten Ausfuhrungsform ist die Flache A der
Entwérmungsregion 16 mehr als doppelt so grofl3 wie die an der ersten Oberflache 5

des Gehauses 4 freiliegende Flache a des Kuhlkérpers 6.

Wie in Figur 2 erkennbar ist, ragen somit die Entwarmungsregion 16 sowie die
darauf angeordnete Lotschicht 20 seitlich erheblich Uber das Gehause 4 hinaus. In
der in Figur 2 gezeigten Ausfuhrungsform ragen sie an allen Seiten Uber das

Gehéuse 4 hinaus.

Das Kupfermaterial der Entwarmungsregion 16 sowie auch das Lotmaterial der
Lotschicht 20 bilden zusammen mit der Entwarmungsmasse 22, die seitlich
ebenfalls Uber den Bereich 8 des Kuhlkérpers 6 hinausragt, eine erhéhte
thermische Masse, die sowohl kurzzeitige Temperaturerhéhungen durch
Leistungsspitzen abpuffern kann als auch wegen ihrer grof3en raumlichen

Ausdehnung eine gute Warmespreizung erzielen kann.

Figur 3 zeigt eine Draufsicht auf das Verdrahtungssubstrat 10 fur das
Leistungshalbleiterbauteil 2 vor dem Aufbringen des Gehé&uses 4. Auf der
Oberflache der Entwarmungsregion 16 ist eine Montageregion 28 definiert, die in
Form und Ausdehnung der ersten Oberflache 5 des Gehauses 4 entspricht und die

zur Aufnahme des Gehauses 4 vorgesehen ist.
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Die Montageregion 28 wird in der in Figur 3 gezeigten Ausfihrungsform durch einen
Létstopplacksteg 26 begrenzt. Der Létstopplacksteg 26 ist auf die Oberflache der
Entwarmungsregion 16 aufgetragen, bevor die Lotschicht 20 aufgebracht wurde.
AnschlieRend wird innerhalb und aulRerhalb des Létstopplackstegs 26, also sowohl
in der Montageregion 28 als auch aul3erhalb, die Lotschicht 20 aufgebracht,
beispielsweise aufgedruckt. Der Létstopplacksteg 26 verhindert das

Verschwimmen des Gehauses 4 auf dem flussigen Lot wéhrend des Auflétens.

In der gezeigten Ausfuhrungsform ist der Létstopplacksteg 26 durchgehend
ausgebildet. Er kann jedoch auch unterbrochen oder aus zahlreichen, voneinander

beabstandeten Létstopplackpunkten ausgebildet sein.
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1. Leistungshalbleiterbautell (1), aufweisend
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- mindestens ein innerhalb eines Gehauses (4) angeordnetes
Leistungshalbleiterbauelement (2), wobei an einer ersten Oberflache (5) des
Gehéauses (4) ein Kuhlkérper (6) mit einer Flache a freiliegt;

- ein Verdrahtungssubstrat (10) mit einer ersten Hauptoberflache (12) und
einer zweiten Hauptoberflache (14), wobei auf der zweiten Hauptoberflache
(14) eine Entwarmungsregion (16) mit erhéhter Warmeleitfahigkeit
angeordnet ist, wobei die Entwarmungsregion (16) eine Flache A auf der
zweiten Hauptoberflache (14) aufweist;

wobei a < A gilt und das Gehause (4) mit dem Leistungshalbleiterbauelement
(2) derart auf der zweiten Hauptoberflache (14) des Verdrahtungssubstrats
(10) angeordnet ist, dass der Kuhlkérper (6) vollstandig auf der
Entwarmungsregion (16) angeordnet und mit dieser Uber eine Lotschicht (20)

verbunden ist.

Leistungshableiterbauteil (1) nach Anspruch 1,

wobei die Lotschicht (20) in der Entwarmungsregion (16) sowohl innerhalb
einer in Form und Ausdehnung der ersten Oberflache des aufzubringenden
Gehéauses (4) entsprechenden Montageregion (28) als auch aulRerhalb

angeordnet ist

Leistungshableiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche,
wobei die Entwarmungsregion (16) aus Kupfer oder einer Kupferlegierung

ausgebildet ist.

Leistungshableiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche,
wobei das die Entwarmungsregion (16) bildende Material in einer Matrix aus

Kunststoffmaterial eingebettet ist.

Leistungshableiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche,

das eine Leiterplattenanordnung ist, wobei es sich bei dem
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Verdrahtungssubstrat (10) um eine gedruckte Leiterplatte handelt und die
Entwarmungsregion (16) von einem Teilstlck einer Kupfer-Lage der

Leiterplatte gebildet ist.

Leistungshableiterbauteil (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche,
wobei ein zusétzlicher Bereich (8) des Kuhlkérpers (6) an einer Seitenflache
(7) des Gehéuses (4) freiliegt und mit einer Entwéarmungsmasse (16) aus

warmeleitendem Material bedeckt ist.

Leistungshableiterbauteil (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,

wobei das die Entwarmungsmasse (16) bildende Material Lot ist.

Leistungshableiterbauteil (1) nach Anspruch 6,
wobei das die Entwarmungsmasse (16) bildende Material Silberleitklebstoff

ist.

Verfahren zur Herstellung eines Leistungshalbleiterbauteils (1) gemaf} einem
der vorhergehenden Anspruche, das folgende Schritte aufweist:

- Bereitstellen mindestens eines innerhalb eines Gehauses (4) angeordneten
Leistungshalbleiterbauelements (2), wobei an einer ersten Oberflache (5)
des Gehauses (4) ein Kuhlkérper (6) freiliegt, wobei der Kuhlkérper (6) eine
Flache a auf der ersten Oberflache (5) aufweist;

- Bereitstellen eines Verdrahtungssubstrats (10) mit einer ersten
Hauptoberflache (12) und einer zweiten Hauptoberflache (14), wobei auf der
zweiten Hauptoberflache (14) eine Entwarmungsregion (16) mit erhéhter
Warmeleitfahigkeit angeordnet ist, wobei die Entwarmungsregion (16) eine
Flache A auf der zweiten Hauptoberflache (14) aufweist, wobei a < A gilt, und
wobel in der Entwarmungsregion (16) Létstopplack aufgebracht ist, der eine
Montageregion zur Aufnahme des Gehéauses (4) mit dem
Leistungshalbleiterbauelement (2) begrenzt;

- Aufbringen einer Lotschicht (20) in der Entwarmungsregion (16) auf das

Verdrahtungssubstrat (10),
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10.

11.
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- Aufléten des Gehéauses (4) mit dem Leistungshalbleiterbauelement (2) in

der Montageregion.

Verfahren zur Herstellung eines Leistungshalbleiterbauteils (1) gemaf} einem
der Anspruche 1 bis 8, das folgende Schritte aufweist:

- Bereitstellen mindestens eines innerhalb eines Gehauses (4) angeordnetes
Leistungshalbleiterbauelements (2), wobei an einer ersten Oberflache (5)
des Gehauses (4) ein Kuhlkérper (6) freiliegt, wobei der Kuhlkérper (6) eine
Flache a auf der ersten Oberflache (5) aufweist;

- Bereitstellen eines Verdrahtungssubstrats (10) mit einer ersten
Hauptoberflache (12) und einer zweiten Hauptoberflache (14), wobei auf der
zweiten Hauptoberflache (14) eine Entwarmungsregion (16) mit erhéhter
Warmeleitfahigkeit angeordnet ist, wobei die Entwarmungsregion (16) eine
Flache A auf der zweiten Hauptoberflache (14) aufweist, wobei a < A gilt;

- Aufbringen des Gehauses (4) mit dem Leistungshalbleiterbauelement (2)
mittels eines SMD-Klebstoffs in der Entwarmungsregion (16) auf das
Verdrahtungssubstrat (10) und Aufbringen einer Lotschicht (20) in der
Entwarmungsregion (16) auf das Verdrahtungssubstrat (10);

- Aufléten des Gehéauses (4) mit dem Leistungshalbleiterbauelement (2) in

einer Montageregion.

Verfahren nach Anspruch 9 oder 10,

wobei nach dem Aufbringen des Gehauses (4) mit dem
Leistungshalbleiterbauelement (2) ein zuséatzlicher Bereich (8) des
Kuhlkorpers (6), der an einer Seitenflache (7) des Gehauses (4) freiliegt, mit

einer Entwarmungsmasse (22) aus warmeleitendem Material bedeckt wird.
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